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DESCRIPCION DEL PROGRAMA

El programa consta de ocho (8) unidades que tratan sobre el andlisis y disefio de dispositivos y
circuitos discretos:

I.  Introduccion a los sistemas electrénicos

Il.  Andlisis de circuitos con diodos semiconductores

Ill.  Amplificadores con transistor de unién bipolar

IV. Disefio de amplificadores con transistor de unién bipolar

V. Amplificadores con transistor de efecto de campo

VI. Estabilidad de polarizacion de amplificadores a transistor

VII. Amplificadores de potencia y fuentes de poder

VIII. Caracteristicas de la repuesta en frecuencia

MODALIDAD Y ESTRATEGIA DE ENSENANZA

La clase tedrica-practica estara basada en el libro de texto seleccionado.

El profesor para hacer mas dinamicas su clase, se apoyara en medios audiovisuales, tales como:
Transparencias, diapositivas, peliculas, programas de computadora, etc.

La evaluacién se hard mediante exdmenes escritos, talleres y algunas asignaciones extracatedra.

ESTRATEGIA DE ESTUDIO

El alumno debera prestar su mayor atencion a la clase teérica-practica del profesor, y revisara el
libro texto con la finalidad de ahondar en detalles o clasificar cualquier duda.

El estudiante se apoyara en la bibliografia recomendada para analizar ejercicios o resolver
problemas de aplicacion.

OBJETIVO TERMINAL DE LA ENSENANZA

Al finalizar el curso, el estudiante estard en conocimiento de la operacion, caracteristicas y
parametros de los dispositivos discretos fundamentales, siendo capaz de analizar y disefiar
circuitos especificos.




UNIDAD | OBJETIVO TERMINAL DE UNIDAD

INTRODUCCION A LA ECTRONICA AL FINALIZAR LA UNIDAD, EL ESTUDIANTE ESTARA EN
CONOCIMIENTO DE LOS FUNDAMENTOS TEORICOS DE

LA INGENIERIA ELECTRONICA.

DURACION
3 SEMANA
EVALUACION
4%
ESTRATEGIA DE INSTRUCCION
. Exposicion oral. ejercitacion demostrativa. exposicion audiovisual complementaria.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

VISUALIZAR la ingenieria electrénica

DEFINIR conceptos como: informacion, sefiales y procesamiento de sefales
CONSIDERAR la repuesta de un amplificador en el dominio de la frecuencia y el tiempo
DESCRIBIR los principales componentes electronicos

CONSIDERAR las aplicaciones de informacion y sefiales

agpwODOE

CONTENIDOS

1.1 ingenieria electronica

1.2 Sefiales analdgicas y digitales
1.3 Amplificacion

1.4 Repuesta de frecuencia

1.5 Andlisis por arménicas

1.6 Repuesta en tiempo

1.7 Distorsién en amplitud y corrimiento
1.8 Ruido

1.9 Rectificacion

1.10Filtrado

1.11Componentes electronicos
1.12Sistemas electronicos




UNIDAD Il

OBJETIVO TERMINAL DE UNIDAD

ANALISIS DE CIRCUITOS CON DIODOS
SEMICONDUCTORES

AL TERMINO DE LA UNIDAD, EL ESTUDIANTE ESTARA
EN CAPACIDAD DE CONOCER LA OPERACION,

DURACION

CARACTERISTICAS Y PARAMETROS DE LOS DIODOS
SEMICONDUCTORES.

2 SEMANAS

EVALUACION

16%

ESTRATEGIA DE INSTRUCCION

e Exposicion oral. Ejercitacion demostrativa. Exposicion audiovisual complementaria.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. DESCRIBIR la operacion de los diodos y zener

2. ANALIZAR la caracteristicas I-V de los diodos rectificadores y zener

3. EXAMINAR algunas aplicaciones especificas de los diodos

4. IDENTIFICAR los parametros de algunos diodos particulares
CONTENIDOS

2.1 Introduccion

2.2 Diodos semiconductores

2.3 Rectificacion

2.4 Diodos zener

2.5 Recortadores y fijadores

2.6 Especificaciones de manufactura




UNIDAD llI

OBJETIVO TERMINAL DE UNIDAD

AMPLIFICADORES CON TRANSISTOR DE UNION
BIPOLAR (BJT)

AL FINALIZAR LA UNIDAD, EL ESTUDIANTE ESTARA EN
CAPACIDAD DE CONOCER LA OPERACION,
CARACTERISTICAS Y PARAMETROS DEL TRANSISTOR

DURACION BJT.
2 SEMANAS
EVALUACION
4%
ESTRATEGIA DE INSTRUCCION
. Exposicion oral. Ejercitacion demostrativa. Exposicion audiovisual complementaria.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

N~

DESCRIBIR la operacion del transistor de unién bipolar (BJT)

DETALLAR los diferentes modelos del transistor BJT

ANALIZAR las configuraciones generales utilizadas en circuitos a transistor
ANALIZAR las caracteristicas |-V de la configuracion EC.

GRAFICAR las rectas de cargas para la configuracion EC.

APLICAR los procedimientos de andlisis y disefio del amplificador EC.
APLICAR los procedimientos de andlisis y disefio del amplificador CC.
IDENTIFICAR los parametros de algunos transistores BJT particulares.

CONTENIDOS

3.1 Introduccion

3.2 Transistores bipolares

3.3 Modelos del transistor

3.4 Circuitos a transistor

3.5 Amplificador Emisor-Comun (EC)

3.6 Consideraciones de potencia

3.7 Condensadores de acoplo y desacoplo

3.8 Recta de carga ac para la configuracion EC
3.9 Disefio y andlisis en ac

3.10 Amplificador seguido de emisor (colector comun, CC)

3.11 Especificaciones de manufactura




UNIDAD IV OBJETIVO TERMINAL DE UNIDAD

DISENO DEAMPLIFICADORES CON BJT) AL TERMINO DE LA UNIDAD, EL ESTUDIANTE ESTARA
EN CAPACIDAD DE ANALIZAR LAS APLICACIONES DEL

TRANSITOR BJT EN CICUITOS AMPLIFICADORES.

DURACION
2 SEMANAS
EVALUACION
16%
ESTRATEGIA DE INSTRUCCION
. Exposicion oral. Ejercitacion demostrativa. exposicion audiovisual complementaria

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ANALIZAR los modelos hibrido e hibrido TT DEL TRANSISTOR BJT

DETALLAR los parametros de los circuitos equivalentes en ac para las diferentes configuraciones generales
CONSIDERAR posibles aplicaciones de las configuraciones generales

EXAMINAR Y COMPARAR los diferentes métodos de acoplamiento de amplificadores a transistor.
ANALIZAR algunos amplificadores multietapa.

agrODE

CONTENIDOS

4.1 Introduccion

4.2 Andlisis de redes de dos puertos- parametros hibridos
4.3 Resistencia de entrada en corto circuito

4.4 Parametros EC

4.5 No linealidades del transistor BJT

4.6 Parametros para el amplificador CC

4.7 Parametros para el amplificador BC

4.8 Aplicaciones de los amplificadores a transistor
4.9 ACOPLAMIENTO de amplificadores

4.10 Divisor de fase

4.11 Andlisis de amplificadores mutietapa

4.12 Configuracion cascodo




UNIDAD V

OBJETIVO TERMINAL DE UNIDAD

AMPLIFICADORES CON TRANSISTOR DE EFECTO DE | o] FINALIZAR LA UNIDAD, EL ESTUDIANTE ESTARA EN

CAMPO (FET)

CAPACIDAD DE CONOCER LA OPERACION,

DURACION

CARACTERISTICAS Y PARAMETROS DEL TRANSISTOR
FET.

2 SEMANAS

EVALUACION

4%

ESTRATEGIA DE INSTRUCCION

Exposicion oral. Ejercitacion demostrativa. exposicion audiovisual complementaria

OBJETIVOS ESPECIFICOS

ogahrwdE

EXAMINAR las ventajas del transistor FET sobre el BJT

DESCRIBIR la operacion del transistor FET

ANALIZAR las caracteristicas I-V del transistor FET

ANALIZAR las configuraciones FC y DC

APLICAR los procedimientos de disefio de los amplificadores FC y DC
EXAMINAR otros transistores FETS.

CONTENIDOS

51
52
53
5.4
55
5.6
5.7
5.8
59
5.10
511
5.12
5.13

Introduccion
Ventajas y desventajas del FET
Tipos de FETS

Operacion y construccién del JFET
Operacion y construcciéon del MOSFET

Polarizacién de FETS

Andlisis de aplicadores fuentes comun (FC)

Disefio de amplificadores FC
Seleccion de componentes

Analisis de amplificadores drenados comin (DC)

Disefio de amplificadores DC
Amplificadores bootstrap DC
Otros dispositivos




UNIDAD VI

OBJETIVO TERMINAL DE UNIDAD

ESTABILIDAD DE POLARIZACION DE
AMPLIFICADORES A TRANSITOR

DURACION

2 SEMANAS

EVALUACION

16%

AL FINALIZAR LA UNIDAD, EL ESTUDIANTE ESTARA EN
CAPACIDAD DE ANALIZAR LA ESTABILIZACION DEL
PUNTO DE FUNCIONAMIENTO FRENTRE A
VARIACIONES DE PARAMETROS EN LOS
AMPLIFICADORES A TRANSISTOR.

ESTRATEGIA DE INSTRUCCION

Exposicion oral. ejercitacion demostrativa. exposicion audiovisual complementaria

OBJETIVOS ESPECIFICOS

agrLODE

ANALIZAR las técnicas de polarizacion usando BJTS

EXAMINAR las variaciones de algunos parametros en los amplificadores EC y CC
ANALIZAR la técnica de compensacion por diodo para amplificadores a BJT
EXAMINAR los efectos de los cambios de temperatura en amplificadores a FET
CONSIDERAR como reducir las variaciones de temperatura en transistores.

CONTENIDOS

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

Introduccion
Tipos de polarizacion

Efectos de cambios de parametros- estabilidad de polarizacion

Compensacion por diodo

Disefio para estabilidad de polarizacion en amplificador BJT

Efectos de la temperatura en el FET

Reduccion de las variaciones de temperatura




UNIDAD VII OBJETIVO TERMINAL DE UNIDAD

AMPLIFICADORES DE POTENCIA'Y FUENTES DE

PODER AL TERMINO DEL A UNIDAD, EL ESTUDIANTE ESTARA
- EN CAPACIDAD DE ANALIZAR AMPLIFICADORES DE
DURACION POTENCIA Y FUENTES DE PODER
2 SEMANAS
EVALUACION

4%

ESTRATEGIA DE INSTRUCCION

. Exposicion oral. Ejercitacion demostrativa. exposicion audiovisual complementaria

OBJETIVOS ESPECIFICOS

DESCRIBIR las diferentes clases de amplificadores de potencia

DISENAR amplificadores de potencia clase A y clase B

DISENAR amplificadores de potencia utilizando el transistor par Darlington
DISENAR fuentes de poder usando componentes de potencia discretos e integrados.

pPowbdE

CONTENIDOS

7.1 Introduccion

7.2 Clases de amplificadores

7.3 Circuitos amplificadores de potencia clase A

7.4 Circuitos amplificadores de potencia clase B

7.5 Circuito Darlington

7.6 Fuente de poder usando transistores de potencia




UNIDAD VI

OBJETIVO TERMINAL DE UNIDAD

CARACTERISTICAS DE LA RFESPUESTS EN

FRECUENCIA

DURACION

3 SEMANAS

EVALUACION

16%

AL TERMINO DE LA UNIDAD, EL ESTUDIANTE ESTARA
EN CAPACIDAD DE ANALIZAR LA REPUESTA DE LOS
AMPLIFICADORES EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA.

ESTRATEGIA DE INSTRUCCION

Exposicion oral. Ejercitacion demostrativa. exposicion audiovisual complementaria

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.
2.
3.

ANALIZAR y GRAFICAR la respuesta en baja frecuencia de amplificadores a BJT y FET
ANALIZAR y GRAFICAR la respuesta en baja frecuencia de amplificadores a BJT y FET

DISENAR un amplificador para unas caracteristicas de frecuencia dadas.

CONTENIDOS

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

Introduccion

Repuestas en baja frecuencia — amplificador BJT
Repuestas en baja frecuencia — amplificador FET
Repuestas en alta frecuencia — amplificador BJT
Repuestas en alta frecuencia — amplificador FET
Disefio de un amplificador en alta frecuencia
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